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はじめに AlGaN系深紫外 LEDの下地層であるAlNの低転位化はデバイス作製の上で重要な要素

である。その AlNは、低転位化に有効な手段である高温成長を行う場合、気相反応が生じてアダ

クトを形成し、成長速度の低下と結晶欠陥の増大を誘発していた[1,2]。そこで、高温下かつ気相

反応を抑制したMOVPE装置を用いて AlN の V/III比依存性を調査したところ、全ての V/III比の

サンプル表面でステップバンチングが確認された[3,4]。そのため、より低オフ角のサファイア基

板を用いてステップバンチングの起こらない AlNの V/III比依存性を再度調査したので報告する。 

実験方法 本研究では気相反応を抑制した高温 MOVPE(有機金属気相成長)装置を用いて、NH3 の

供給量を変えることで V/III比を変化させ AlNの成長を行った。オフ角 0.11°のサファイア基板を

用い、成長温度は 1700℃、V/III比を 100, 250, 500, 1000に変化させた。成長した AlN の結晶性は

(0002)面及び(10-12)面の XRC半値全幅、表面状態は原子間力顕微鏡を用いて評価した。 

実験結果 図 1 に AlN 成長時の V/III 比と XRC の tilt, twist 方向の面内 5点での平均半値全幅の関

係を示す。高 V/III比にすることで結晶性の改善が見られ、V/III比 1000のとき tilt, twist成分共に

最小値を示した。これまでの AlN の成長は、気相反応が起こらない GaN などの成長と比べて、低

V/IIIの条件で検討されてきた。それに対して今回の結果は、 

高温下での AlNのステップフロー成長における高 V/III比の 

優位性を示している。 
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